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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドやシリコンカーバイド(SiC)中の欠陥や不

純物中の単一スピンは，室温においても操作や検出が可

能なため、量子情報処理デバイスや超高感度量子センサ

の実現に向けて注目されている [1]。我々は、ナノテクノ

ロジーハブ拠点の施設を利用して、ダイヤモンド基板や

SiC 基板上に微細加工を行い、ダイヤモンドや SiC 中の

欠陥や不純物スピンの電気的制御や検出を実証し、電気

的に制御した新規半導体量子デバイスの実現を目指す。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速高精度電子ビーム描画装置、高速マスクレス露光

装置、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置、走

査型プローブ顕微鏡システム、磁気中性線放電ドライ

エッチング装置, 超高分解能電界放出形走査電子顕

微鏡 

【実験方法】 

まず、走査型プローブ顕微鏡システムを用いてダイヤ

モンド基板や SiC 基板の表面の平坦性などを評価した。

次に評価した基板に、以下に示す手順で微細加工電極

を作製した。1) 厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装

置を利用して、HMDS を塗布。2) スピンコータを利用し

て、フォトレジストを塗布。3) 高速高精度電子ビーム描画

装置や高速マスクレス露光装置を用いて、電極やマイクロ

波アンテナパターンを作製、あるいは磁気中性線放電ド

ライエッチング装置によりメサパターンを加工。4) スパッタ

装置，電子線蒸着装置を用いて金属薄膜を蒸着。5) リフ

トオフプロセスにて、微細加工電極やマイクロ波アンテナ

などを作製した。この作製した微細加工電極などを用いて

量子情報処理デバイスや超高感度量子センサの実現に

向けた基盤研究を行なっている。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に高速マスクレス露光装置と磁気中性線放電プ

ラズマドライエッチング装置などを用いて作製した SiC の

素子分離用テーパ付きメサ構造の電子顕微鏡写真を示

す。このような微細加工を活用して試料を作製することで、

SiC やダイヤの量子センサの高感度化に向けた研究を

進めている。 

 

Fig. 1 Mesa structure of SiC fabricated at Nanohub. 
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